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Prufungsantrag gem. f 44 PatG 1st gestellt 

® Verfahran zur Herstellung efner hybridan Halblaiterstruktur und nach dam Varfahran hergastallte 
HalWerterstruktur 

Es wird ein Varfahran mr Harstallung ainar hybridan Halb- 

feitafatruktur und'etne inch dam Varfahran hargastatlta hy- 
brid* Halblaitarstruktur vorgaachlagan, Dia rjsammanga- 

soma hybrida Malblaitaratniktur anthifc ain Tragarplattan- 

substrat (1 1) mit miw Vieteahl von TragatanachluBnackan 

(13) und ain HalWaHarchip- odar MalWahafwafaraubatrirt 

110) mit ainar Vialzahl von Chipanachluftflackan (16). Dia 

Struktur ist gakannwlchnat durch atha Schteht (50) aua at- 

nam Klabar auf dam Tragarplattanaubstrat (1 1). dia durch In 

ihr im Baraich (510) Obar dan AnschluBflackan (1 3) vartailtaa 

etektrisch leitUhigaa Pufvar alaktrisch laHand gamacht ist. 

Oabai aind dia gananman Substrata (10. 11) mit dan ganann- 

tan AnschluBflackan (13, 16) ainandar gaganubartiagand 

und In alaktrisch laitandar Varbindung durch dan gananrttan 
p- elaktriachleitandan Baraich (510) mhainandar in Varbindung 
^ gabracht(FigurB). 
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Stand der Technik 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
ciner hybriden Halfeteiterstruktur nach dcr Qbcretnstim- 
mcndcn Gattung der beiden einander nebcngeordneten 
unabhingigen PatentansprOche 1 und 17 sowic cine hy- 
bride Halbleitcrstruktur nach der Cattung des unabhan- 
gigen I^tentansphichs 20, ^ y 

A us dcr US-PS 32 92 240 (siche auch DE-PS 
12 33 448) urid aus der US-PS 33 03 393 sind bereits Ver- 
fahren zur HcrstcHung hybridcr Hajblcitcrstrukturen 
nach der bbcrcinstimmcndcn Cattung der bcidcn einan- 
der nebcngeordneten unabhingigen PatcntansprOchc 1 
und 17 bekahht Die XbhtakUenihg-jeines; Halbleitef- 
chipsubstrats auf einenr Trtgeiplattensubstrat wird 
hi^rbet jeweils durch Metallkugel-Kontakte gebildet, 
die" mit den ChipanschluBflecken des Halbleiterchipsub- 
stfats einerieits und inh den xugehOrigen Trlgeran- 
scWuBflecken des Trtgerplattensubstrats andererseits 
jeweils unter Verwendung von Blct-Zinn-Wctchlot ver- 
totetsind J *■ / 

f Eine Weiterbikhing dieses bekahnten Verfahrens der 2$ 
sogenanntcn Rip-Ghip-Tcchnologie bestcht nach dcr 
US-PS 35 17 279 (siche auch DE-AS 16 27 762) dann. 
daB auf die Metallkugeln vemchtet ^ wird und . auf die 
ChipanscWuBnecken uhd/oder auf die TrtgcranschluB- 
flecken einc Weichtotschicht aufgebracht wifd und die 30 
hybridc Halbleitcrstruktur allein | •nitHilfe dieser Weich- 
Iptschtcht im Rcnow-Solder- Vcrfahren zusah^mehgcIO- ^ 

tetwirdL t . -.y ■> ri ?-i-^:c.:y.y, ^ •M>.--*.~..«~ i ? ; m H J 
3 Desweitcrehtstesausdcr DE : AS16 14 374 bekainnt; * 
auf mindestens einen Tcil der Obcrflachc cincs mit me- 35 
tallischen AnschluBneckcn yersehehen Hajbieiterchip- 
substrats einc Passivieningsschteht ^ rjfzubringen. 

Der hauptsachliche Nach tcil der bekahnten Verfah- 
ren der Rip^Chip-Tcchnologie bestcht dariiv daB cs 
schwtcrig isvdas Weichlot auf ^dieChipanschiuBneckcn 
! iind/oder auf die TrdgeranschluBnecken in eiher Mcnge 
aufzubrihgen und bcim-Aufschmclzen dort zu i behaltcn. 
init def eirierscits cine zuverilssige m«han&he und 
r elektriseh leitende Vcrbtndung zwischen den betreffen- 
?d n AnschluBflecken erreicht %i^ a^ 

H KurzschluB einander, « benachb^cr V AnkhluBflcckcn 

-Wermiedeh-wirAlrtalblciterch^ 

? substrate'mit "s^ 

£ bchachbarteri elefciischenAns^ 

M desnalb "nach den:'bekannten 4 y^aKren. der Flip-Ghip- 

? Technologic nurmit geometnsctfen BcscKrahkungcn in 

I inerhybridcnHalblcitcmrukturunterbringcn. 

Vorteilc der Erfindung 

Das erfindungsgema Be Verfahren mit den kennzeich- 
nenden Mcrkmalcn eines def bcidcn cinahder ncbengc- 
ordneteV unabhangigen Patehtaiisprtche 1 odcr 1 7 hat 
denigcgcnQber den YortciLVdaB auch' Halblciterchip- 
odcr Halbleitehvafersubstrate mirse^ 
und cng zucinander benachbarten elcktrischeh An- 
schluBflcckcn ohnc geometrischc Beschrankuhgen in ei- 
1 ncr hybriden* Halbleitcrstruktur untergebracht werden 
kannert Wciterbildungen des Verfahrens nach den bci- 
dcn unabhangigen Patentansprqchen 1 und 17 ergeben 
sich aus den UntcransprOchen 2 bis 16 bzw. aus den 
UnteransprOchen 18 und 19. 
Eine nach dem crfindungsgcmaBcn Vcrfahren herge- 



stclltc hybride Halbleitcrstruktur ist durch den unab- 
hangigen Patentanspruch 20 und durch die auf ihn zu- 
rOckbczogencn UntcransprOchc 21 bis 27 gckcnnzcich- 

3 ^Bct dem erfindungsgcmaBcn Vcrfahren crlaubt cs die 
Vcrwendung dcr fotohartbarcn Klcbcschicht und dercn 
Strukturicrung mit Hilfe dcr Fotomaskicrungstcchnik. 
daB cine Strukturicrung dcr Klebcschicht mit Mittcln 
ausgcfOhrt werden kann. die in dcr Technologic^ dcr 
to monolithisch intcgricrtcn Halbicitcrschaltungcn Obhch 
sind so daB Strukturcn dcr Klebcschicht imtToleranzcn 
im Bereich bis zu 1 pm erreicht werden kOnncru Durch 
mihimalen KleberOberetand best^ 
Gcfahr fQr Kleberg und Mctallycrschlcppung. Die Posi- 
13 tionierungdes Halblciterchip- bder Halblcitcrwafersub- 
strats rclativ ziim Tragerplattcnsubstrat. kanti mit Be- 
stQckungsautomaten vorgcnoifnmch wcrdc< die auf- 
' grund gecignctcr optischeiVcVfaKrcn klci- 
; rierals 20 lunxrmOgliclteii Die ^Rachenauidchriung dcr 
n AnschluBflcckcn dcr beiden Substrate kann jeweils auf 
einen Durchmesscr rcduzicrt wcrd-n, der bis untcr. 
50 pm HegV wobei die Abstftnde : Mit\c/Mitte der An- 
schluBflcckcn bis unter 100 pm h>gcn kttnnch; 
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, Zetchnung \ - 

Anhand dcr Zcrchnung wW^Jic Erfindung nftheir er- 

lautertEszcigehrr^rl--: :' -^ ij.:'' ' .i 

Fig, 1 einen Tcil eincr bekannten. in nip-Chip-Tech- 

nologie ausgefOhrten t^bj^ in 
vercinfachtcr Darstellung im SchnitjU 

Fig. 2 einen Ausschnttt aiis cincr crfindungsgcmflOcn 
hybriden Halbleitcrstruktur in j^rspckiivischcr Dar- 
stellung vor dem^Aufsctzcn; des Halblciterchip- odcr 
Halblciterwafcrsubstrats auf das tragerplattcnsubstrau 

Rg. 3 einc Schni ttdarstcllung cincs f Or die Kontakt ic, 
rung vorbereitcten Trtgerplattensubstrats mit ganzflav. 
chig aufgebrachter Klebcschicht; in die im Bereich der 
AnschluBflcckcn cin Mctallpulver cingeriJttcIt worden 

^Flg. 4 cine Schnittdantellung cines fOr die Kontakticr 
rung vorbereitcten Halblciterchip^ bder Halblciterwa- 
fcrsubstrats Y mit i ganznachig aufgebrachter Klebc- 
schicht, in die im Bereich; dcr AnschluBn^ken cm Me- 
tallpulver eingcrBttelt wprden ist^ 
& Fl*i 5 einen Teil ciner fcrtig vcrklcbtcn crfindungsgc- 
maBcn hybridch^Haibleitcretaic^^ Klcbc- 
schicht auf das Tragc aufgebracht wor- 

dcnisu . • 

Fig. 6 einen Teil ciner fertig vcrklcbtcn erfindungsge- 
maBch hybriden 4 Halblcitcret Akttir; bci dcr die Klebe-. 
schicht auf darHalblc 
substrat aufgebracht worden tst 

:; BeWhreibung der Erfindung 

Fig* l zcigt ^ einVi? Aussc^ US-PS 
33 03 393 bckanntchl in niprChip-Tcchnologie ausge- 
fOhrten hybriden HalDiciierstruktur. Die Kontaktierung 
des HalblchcrtniRsuBstfatsio. auf dem TrSgcrplattcn- 
substrat 11 ist hicrbci durch; ;tyetallkugel-Kontakte 12 
gcbildetidie an den in Fig: 1 nicht dargcstclltcn mctallir 
schc#AnschluBrieckch dcs; HalW 
angebfacht sind Die ^ McUlIkugcl : Kontaktc 12, die aus 
^ Blei-Zinn^VVeichiot bcstcHcn^svnd mit den nicht dargc- 
stelltcn metallischcn ChipahschuOncckcn des Halble;- 
terchinsubstrats 10 und mit dch zugcordnetcn metalli- 
schen TrageranschiuBfiecken 13 des Trtgcrplattensub- 
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strata 11 unter Verwendung v n Blel Zlnn-Wcchl t schra ""'^Xingcn dcr Passivicrungsschicht 40 mit 
veriSte" Die metallischen TrlgerynschoOnecken 13 13n.ch dem Au D g ^ und/od „ silbcr d/odcr 
steltenieweils den Endbereich einer Leiterbahn 14 eines ^^"„"h en worden. die die AnschluOflcckcn 13 yor- 
&„SSS«ste« dar. das auf das Trtgerplattensub- C ( M verj ehen <> ^ ^ ^ d , PasMV , e . 

stratllaSgebnichtbt . 5 "*«sXcM 40 hinausragen. Auf das das SchaUungsmu- 

Sfgt einerfAusschnitt .us einer erfindu^gsge- "gPg^ mit d , r pLivierungsschicht 40 versche- 
mlJ&l^ienHalbleiterstnikm^^^ ^ Trtferpr. tensubstrat 11 is. ganrflitch.g erne e ck- 

DanteOungvordem Auf»ettendesHalbleiterchip-^er ( n*i nd fotohar tbarc Klcbcsch,cht 50 auf gc-. 
SSbSerSafenubstrats 10 auf das Wrplat tensub- «5f r rolt . HlUe dcr Fotomaskicrungs.cchn.k inv 

"rat 11. das in Pfeilrichtung A der Fig. 10 Be > e KuBerhalb dcr AnschluBflcckcn 13 bclichtct und ; 

g«tricheltemUnienzuglO«bthierbeiaufde^^ SSuSh ausgehartei worden ist. Die Bereiche 5l v dcr - 

JSSeMubstrat 11 diejenige S\m . d 2 8ebShS.t 50. die sich auf den AnschluBncckcjtyl3 , . 
das iSbleiterchip-^oder, HatoWtetwafmubstr.^10 ^gjgjj d8 g egcn nicht bclichtct worden und da- 
Sim AufUeben .u. das Wrp^ 

lioniert wird. Das Substratl* gems* Flg.2 we«t an is g^^ft,^ BUS ci n C m Mctall i :vor/.ugsweise;auv 
seiner Unteneitejrine^VTfcb^ SEsUhendes Material 31' cingcrouel. wort^,^ 

ken 16.uf.die K^^^.^5^SSSt^£ -- ^ Dadurch naben die Bereiche 51 cine Volumen^e^O^ , : 

weisende Unierseite des Subjtrats 4© is tim tog mw du ; ch das ci ngcbrachte e cktrisch Icitfahigc , : .... 

Berhrt der Anschlu^epk^W emem » Sal 31' elektrisch Icitend gemacKt worden* W 
gtsteUte Passivierungssdndrt JVff*!?™?^? .VfffiV > Aufbau eines beidem err.ndungsgeinaBen r yer. ::!S& 
SLwuBflecken auf ^JI^g^f^SB^l a K cinsctzbarcn Haiblciierchip- bder Halblciterwa^ 

wiedeV mit 14 bezeichnet Ah *&S^{gt^ 2 2S der Darstellung anhand der Fig. 4 am AusfOhrungsbc.-,^ . & 
tungsmustendesTrtge^Men^trau it Slejfe. Halbliiterchipsubstrats'eriautcrl, das als iny. ?! 

bd tJ bzw. 18 ein I ^ B^ ^ i ^ ■ Sanartechnik ausgefuhrter .Kpotorer bfatteprnft**.. 
schichtwiderstand angedetitet Auf <^,^;* h *V" n f! "or ausgebildel ist: Die Erfindungist jedochk^nevwegsw ^ 
muster >rf»>^^!P^SSS^ OttA^ a^n Verfahren zur Herstelluhg einer hybriden ,1^- V 
nich «iBerhalb-der Triger*^^ . leiterstroktur mit eineni derart ausgcbildctcn. Halblw, . , 

Sfc2 nicht dargestettte I>ssiyiening^hicht ««^. ? beschrflnkt Die Erfindimg istiyielmehr, 

5^Sdinie^I^|^^ 
den met^enfAmchhsWg^JJ^^^ 

chip-odwH^^ d«0 sic auf hybridc Halblciterstrukturen ausgc- ... tv 

SA«chluBnecken!3^ 

hemeOen ^^^^^^SS^1^S& ^ terw.fersubstrate mit schr feiriglicdrigcn Anordnungen, , ^ 

13ie»reils ein ^kU^^mm^^^-^Z 9 ^ ^ ..^teheSS 
;^5Slpulven c»n|^ 

f *t*ri^KM**d^^ HalbleiterkOrper. entgegengese^, ; 

,geranscbluBnecken l3befnid^stndyw Basiszone hinein cine {f 

•5 |en des elektrisch Wtf^,.%^>JgW«JS^. ^ZxZSVl vorrt Uitfahigkeitstyp des: Halblcjte^;, u 

fotolitlH^phiscbw^h^d^^^ « . gJgSgSOT^diiprt. DarOber hinaus ist m dent Halb^, 

, naher beschriebe^ wird..ausge^t wrd^^^ "eitTrkOrncr 19 ringformig urn die Basiszone 21 herum 

i diese Bwiche das eleJtoi^ 

eingeb«cht .ist und diese Berekme somit eiektnsch «k .l^J^Sf^ r d& ^ E rnitterzbne 21 eindiffvndiert 
lierend geblieben sind. .< , w , _ uiihieiter- « wird Als Folge dicscr Dif lusionsprozesse ist an dergc.- 

Beim Aufseuen d« [„ wnntw Obe^cite des HalbleiterkOrpcrs 19 c.nc S|l|7.ir , ; = 

wafersubstrats 10 ^ auf ^O^^^^^J^l ; u„Sd^icht 23 ausgebildeeZur Kontrktiewng dea- 
der in Flgl2 gestrichelt ^e^enJLage wrt ^:;.^SSKf3d'dir Emitterzohe 21 sind in die Sihz^ 
mechanische und elektrisch lettende Vejmdun^ > z»£ JS°" dsc hi c ht 23 Kontaktf enstcr 24 bzw. 25 emgeawt 
schen den meullischen; xOmSS^^^^S. ss D^darOber hinaus noch nbtwehdige weitcr^ ^Kontakt- 
Substrats 10 und i^.m^i^mV^^^^Pl f^nVter 2ur Kontaktierung dcr Kollcktoransch uBdiffu- 
Jen 13 des Substratl 11 d^dtjrch^ SSne «istin dcr ^hmttdaf stellung derFj^^^U 

' genahnten daSeHt" a es in 'einer andercn Ebcne als; die beiden j, 
. der nicht au 5 gehahe m Be«fc^ 

stm 11 der Figfidargestett^de 

bart Tragerahschlufowm«rKhneidefc ni 
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Die Leiterbahn 26 fOhrt v n dem Kontaktferuter 24 t 
w sic auf der Basiszbne 20 aufliegt Obcr die Silizium- 
dipxidschicht 23 bis zu einer Sidle, die zum auBeren 
AnschluB der Basiszone 20 dient. und bildet dort einen 
ChipanschiuUfleck 1* fur diesen luBeren BasisanschluB. 
Die Leiterbahn 27 f Ohrt von dem Kontaktfenster 25, wo 
sie auf der Emitterzone 2t auflicgt Ober die Siliziumdio- 
xidschicfat 23 bis zu einer Stelle* die zum luBeren An- 
schluB der Emitterzone 21 dient und bildet dort einen 
weiteren OiipanschluBfleck 1* der fur deh luBeren 
EmitteranschluB bestimmt ist 

Auf den mit der SiliziunKltexidschicht. 23 und dem 
Netzwerk von Leiterbahnen vereehehen HaibleiterkOr- 
per 19 ist im Bcreich auBerhalb der ChipanschluBflek- 
ken 16 mit Hilfe der Fotoi^kiei^^teehnik eifie Pas- 
srvieningsschkht 28 aufgebracht wbrdenl 

Da die Oberflacheder aus Aluminium bestehenden 
ChipanschluBflecken 16 nur beschrinkt elektrisch lei- 
tend ist. sind die GhipanschluBnecJcen 16 nach dem Auf- 
bringen der Passivieningsschicht 28 mit Deckschichten 
16' aus Nickel und/oder Silber imd/oder Gold versehen 
w rdeadie die ChipinschluBflecketi ^vomigsweisi der- 
art verstirken, daB sie Obcr die Passivierungsschicht 28 
hinausrtffcn; Auf die Oberseite des HalWeiurchipsub- 
strats 10 ist ganzflachig cine KIcbcschicKt 30 aus einem 
elektrisch isoliercnden; fotohirtbaren ^ Kleter aufge- 
bracht Im Bcreich der GhipanschluBfleckeh 16. 16' ist in 
die KJebcschicht 30 jeweils ein elektrisch leitfahigevaus 
einem MetalL vorzugsweise aus Silbcr bestehendes Ma- 
terial 31' cingebrachu das iucto\i%;ei^^^ 
grOBcrung und damit zu einer Ausw6lbung 31 der Kle^ 
beschicht 30 im Bcreich der ChipanschluBflecken 16. 16' 
fuhrtv ;• . : ,.- , ^ ^-l ' /X ' 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen hybnden 



cine elektrisch ixoliercndc. f lohArtbarc Klebeschicht 
30 aufgebrachL Hicrauf wird die Klcbcschicht 30 mit 
Hilfe der Fotomaskicrungstcchnik dcrart bclichtct. daB 
sie im Bcreich auBerhalb dcr ChipanschluBflecken 16 

S aushftrtct im Bcreich dcr ChipanschluBflecken 16 dagc- 
gen feucht und damit klebrig blcibt AnschlicBcnd wird 
auf das milder teilweisc ausgchartetcn. tcilwcise feucht 
gcbliebenen Klcbcschicht 30 verschene Substrat 10 das 
elektrisch leitfahige, vorzugsweisc aus Silbcr bestehen- 

to de Material in Pulverform aufgebracht und in die feucht 
gebliebenen. sich im Bcreich der ChipanschluBflecken 
16 befindlichen Bereiche 31 dcr Klcbcschicht 30 einge- 
ruttett SchiieBlich wirci das so vorbcrcitctc Halbleiter- 
chip- odcr Halbleitcrwafcrsubstrat 10 auf ein zugchOn- 

is gei mit den genannten TragcranschluBncckcn 13 und 
der genannten Passivierungsschicht 40 verschencsTra- 
gerplattehsubstrat 1 1 dcrart aufgesetzt daO die genann- 
ten ChipanschluOrieckch 16 mil deh genannten Tragcr- 
anschluOflccken 13 mittcls dcr durch das cingcrOtteltc 

20 elektrisch leitfihige Material il'lclcktrisch leitend ge^ 
machteh Bereiche 31 dcr Klcbcschicht 30 verklebt wer- 
deit, so daB elektrisch ^ 

hen(Flg.6V> > A - v t _ . . . 

Die Erfindung ist nicht auf die in der Zetchnung dar- 
23 gcstellten AusfOhrungsbeispiele hybridcr Halbleiter- 

strukturen und auch nicht auf die anhand dicscr AusfOh- 
-i rungsbeispicle beschricbehen : Hcrstellungsvcrfahren 

beschrankt " \ 7 « • • 

Insbesondere kann auf das Aulbnngen dcr Passtvie- 

30 rungsschichtcn 28 ^in*^0 vcirzichtct wcrdeiu Die mit 
Hilfe des fotolitho^phischen Vc 
ten. elcktrisch isoiierchdch BeVeichc dcr Klcbcschicht 
30 bzw.50 Obernehmcn dahh die Passiyierungsfunkuon. 
Auch kann auf die Deckschichten 16' bzw. 13' ver- 



Die Herstellung der erfindungsgemaBen nyonaen * U| ! -S®«58a*i ChioanschluB 

Halbldterstnikturgeschtehtwenn^ »c*tet,w^rfeit wen^ 

auf das Trtgerplattensubstrtt 11 aufgebracht wird. in 0cck« !6bw.l3ohw 

f tgender WeS: Auf das mit ; deni ^iu^smufter hin^ichend eje^ 

und der Passivierungsschicht 40>ehehe^Tragerplat- ausNickeluml/^^ 
tensubstrat 11 wirdganznachigeincelektri^ DasjTrJlgerMattensu^^^^ 

de. f tohirtbare kSSw^ 50 [¥um^m^' « «*" ^^^S 

-u^ii* ca «;# «;ir* P^t^mn«ki«. G as odcr aus Silizium bestehen. im zuicizi 8 c " B "" iC " 



wird die Klcbcschicht 50 mit Hilfe der Fotomaskie- 
rungstechnik derart bclichtct daB sie im Bcreich auBer- 
halb der TragcrtnschluBneckeh; 13^ : iush^e£ im Be- 
r ich dcr ^ TrageranschluBneckeiv 13 da^gen;f^Htynd 
damit Uebrig bieib^Anschli^ 
teilwc^ ausgchartcteit) teUw 
Klebcschkht 50 yerschene 

elektrisch leitfahige; voraugsweis^ aus Silber ^tehcii- 
dc Material in Pulverform auf gcbraclit und die feucht 
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Glas oder aus Silizium bestehen. Im ziiletzt genannten 
Falle kann das Trageirpiattensubstrat II em Halbleiter- 
chip- oder ein Halbleitefwafersubstrat sein. : - 

Die Verwendung einer^ elektnsch isplicrenden, foto- 
hartbaren Klebeschichf und dcren Strukturierung mit 

Hiife deK Fotbmas^ f s t daB 
der Anwendufig desjerfinduhgsgemaBen Verfahrens e«- 
ne Strukturiening dH Kiebeschicht mit Mitteln ausge- 
f Qhrtwerden kanri^ 'i^^l^^:!^Jt^^» , 9» e " d 5^^" 0,, " 



de Material in Pulverfoira aufgebracht uiid in qieieucnt iunr» wc™c .. tn;^ifc»Tfi.*nWnflhticKsind- so 

gebliebenen.sichimBerefchder.frtgerans^hlu so ^^ pVe ^f y ^&^!S^SS^^t 

13 befindlichen Bereiche ^ 51 der ^ Webeschichtf 5Q eiiige- ^Strukturcn der Kle^sch^ 

rttteltSchlieOlichwirdaufdassoyorbereltete.Trager- ^^.^SiSlSl^i^eSr^Sat 

plattensubstrat 1 1 das mit;den ChipanwhluBnecken 16 ^J^^W^S^^ S? SuSe. 

und der Passivierungsschicht 2t ^ yersehehe, HalMeiter. ?»:1 6 ^'-M^ffi^S^2erSf£SSSr& 

chi^oderHalbleiterwafersubstrafitf " ™r gdC$ —Trl^ 

dalTdie;genanntenChipanschluBneckenr>ini.t^ ^»5NWg2? <& AuUtImI 

nanhtenTrageranschluOneckeh i3»^#^d»- kungsautomateji ^JglgaW^rMftaoSiS 

eingerdttelteelektrisch tei|f^.^r&d^5>l^M^ ^^^^^^^^^^tzl^n 

leiter^l gemachten Bereiche 51 dei; XlebescWcKt SO^er- moglichen;, Die; SSg5^ffi 8 j5H?SKS 

oder Halbleitenvafersubstrat. l6; aufgebrachrso: ge, ? 1 ; i^^E^SJa. 

schieht die Herstellung der erfindungsgemaBen hybri- AnschluBnecken banter 1J0 ^8««u3i «e Klebe 
den Halbleiterstruktur in folgender Weise: Auf das mit w Im Rahmen der Erfindung tiegt « auch. dieJCIebe 
den genannten ChipanschluBflecken 16 und der genann- 
ten Passivierungsschicht 28 versehene Halbleiterchip* 
oder Halbleiterwafersubstrat 10 wird zuerst ganzflachig 



schieht sowohl aurdasTragerplattensubstrat 11 als auch 
auf das Halbleiterchip- oder Halbteiterwafersubstrat 10 
aufzubringen. In diesem Falle kann das elektrisch leitra- 
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his* vorzugsweise aus Silber bcstchende putverfOrrmge 
Material in die nach dcr F tomaskfcrung und Mich- 
tung fcucht und klebrig gebliebenen Bcrciche bcidcr 
Klebeschichten eingerOttelt werden. . 

Nach dem Zusammenbau kmn die zusammengesetz- 
te hybride Haltfeiterstruktur einer zusftultchen Tempe- 
raturbehandlung unterworfen werden. die bet honen 
Temperaturen ausgefOhrt wird Durch eine derartige 
Nacbbehandlung kann eine Nachhartung der rnrnde- 
TOmeinenKleb^hichterreichtwe^ . . ; 

Anstelle des verwendeten Metallpulyers 3! bzw. 51 
kann auch ein anderes pulverf6rmiges etekirisch Icitfa- 
Uses Material bcispiefcweise KoMepuWer. verwendet 
wcrden. urn die nach dim Belichten bzw. Bestrahlen 
kkbrig gebliebenen Bereiche der elcktrisch nichtleiten- 

den Klebeschicht, die sidi; ©bj^lfc -^J^!T?f? 
AnschluBnecken 16 bzw. 1? befinde^ ^msch leiif Jl- 

his zu rrachen. ■• m . - ' ' _ . * " \ 

Auch istesnicht notwendig,daB die beiden Substra e 
10, 11 Verbindiingsleiturtigen ehthaltciv die als metal k to 
tche Uiterbahnen auigebildet sind die an den jewcili- 
gen Oberflachen der Substrate yerlaufen. Die Vcrbin- 
duMsleitungeja kdiuien vielmehir ^•uchJVergraben^ an- 
teordnet seiri. beispiefcweise in Form yon Uiterbahnen 
(beim Trigerplattensubstrat 1 1) oder in Form von Dif- 2* 
fusionszonen (beim Halbleiterchip- oder Halbleiterwa- 

fersubstrat ioji - V 4 ' , _ . v . 

Wenn die elektrisdi isolierende. photphftrtbare Kle- 
beschicht auf beide Substrate aufgebracht wird, kann sie 
auf einem der beiden Substrate unbelichtet bzw. unbe- » 
strahtt bleiben. in diesem Falle ^winidasctektnschleitra- 
hige Pulver nicht in diejenige Web^hicht emgebrecht; 
die unbelichtet bzw. unbestrahlt und damit ganznachig 
Uebrig geblieben bt Beim Xnein^erdrOckeader bei- 
den Substrate wandert iii diesem Falle das elcktrisch 
leitflhige Material dai; in die partiell belkhtete bzw. 
partiell bestrahlte Webeschicnt eirigebracht worden 1st. 
fan Beretch der AhschluBneckeri in die angrenzende, 
durchgehend klebrig c gebHefeehe Klebeschicht ^. und 
macht diese dort elcktrisch Jeitfahig. Diese Vorgehens- 
wetse hat den Voirtetl daiB eine besondcrs groBe mecha- 
nische Festigkeit und eine bespndtrs gute thenhische 
Kopplung der zusammengesetzten hybriden Halbleiter- 
struktur erreicht wird (Ansjmich 15V 
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U Verf ahren zur Hemelliing cirier hybriden Balb- 
leiterstruktur miVeinem TVagerpJattehsubstrat (1 IX 
einer Vielzahl vbnTrager^^ 50 
einer Oberfladhe : 'des ^ genahhten TragerplMten^ 
strats (I li einem HalblmterchipP oder Halbleiter- 
wafersubstrat (10^: einer ^ Vielz^l yon Chipan- 
schluBflecken (16) auf einer Otterflftche des genann- 
teh Halbleiterchip: Wer:Ha^ » 
ItOi ffekem^clmf^di^ 

rensschntte: , _ , , : , . . 

V a) Aufbrihgenxiner elcktrisch isolierenden, fo- 
••tohftrtSareri: Klel^hiciiii W «uf minde- 
siens eine de? I^a^g«annt« Oberflachen 
des Trageijpia^ 
leitcrchip^ oder ^Hilbfeiterwafersubstrau (10X 
b) felfchten^^ 

ldeb^hidit:(»; W^mif HUfe der F tomas- 
luerunmt^mt derar^ der w 

genannten Kle^schicht (30; 50* die sich ber- 
halb der betreffenden AnschluBnecken (13, 16) 
bennden, unbelichtet bleiben; w bei die ge- 
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nanntc Klcbcschicht (30; 50) in den gcnannicn 
Bcrcichcn obcrholb dcr betreffenden An- 
schluOflcckcn (13. 16) klcbrig und unausgchar- 

c) l EinfOhrcn cincs elcktrisch Icitftthigcn Pul- 
vers (31'; 51') in die genannten ktebngen, un- 
ausgchanctcn Bcrciche dcr genannten elck- 
trisch isolierendeh Schicht (30; 50). die sich 
cbcrhalb dcr genannten AnscbluOfleckcn (13. 
16) befinden. urn dadurch die genannten Bcrci- 
che elcktrisch leitfahig zu machen, 

d) Ausrichten der AnschluDflcckcn (13. 16) der 
genannten Substrate (tt. 10) rchatiy zucinan- , 

dcr and • • • -z"*'. - 

e) AheinanderdrOckcn dcr beiden Substrate 
(11. 10) dcrairt. daB die genannten elcktrisch , 
Icitfahigcn klcbrigeh Bcrciche; obcrhalb dcr^ - 
betreffenden AnschluBnecken des genannten 
mindestens cincri Substrats gegen; die Anr 
schluQflcckcri des andcrcri Substrats gcdrttckt 
werden. urn dadurch-dic AnschluDflcckcn (16) 
des Halbleiterchip^ bder Halbleiterwafersub. 
strats (10) und die 1 AnschluBnecken (13) des ; 
Tragerplatfensubstrats (il) derartv elcktrisch . 
aneinander anzuschlicBcn. daB eine- clektrisch 
Icitcnde und mechanisch feste a Verbindung 
zwischen den TrtgeranschluBnccken (!3) und 
den ChipanschluBncckcn (16) gcbild^t wird. 

2. Verf ahren nach Anspnich t, dadurc^ g«cnn- 
zcichnet daB der genannte Schntt dcs^EinfOhrcns 
des elcktrisch leitffthigen Pulvcrs in die genannten 
verbleibenden klcbrigen Bcrciche obcrhalb dcr ge- 
nannten AnschluBfleckcn (1* 16) das Aufbnngcn 
des genannten Pulyirs auf die genanntcrr Bcrciche 
unter Vibratibh. Schbtteln oder Zentnfugalkraft . 
oder. durch Einpressen wahrend des Zusammcn- 

X VeAbren nach Anspruch 1; dadurch gekenn- 
zeichnet daB das genannte Pulyer mindestens c,n 
Metallpuivcr. vorzu^weise Silbeiputver. enthaiu 
4 Verf ahren nach Ahspruch 1; dadurch gckenn- 
zeicHnet. daB es den Schritt derBildurig einer Passir : 

viertingsschicht (»^) ^ ^^ cn ^^^ 
Kcnannteri Obcrfiachen cinschlieBt. wobei die cnt- 

gSden Ansxhiu^ 

faiden: Obernacne^ fre? yorT der^f Passiyierungs- 
schicht bleibehl^d daB w 

Schritt des Aurimngens dc^ geriann^n. elc^is^ 
Slrehden. fbidhartbarcn, Klebcschkht (30, 50) 
Sd^ Pa^ivier^ngsschicHt (2B.40)^rfolgt^^w 
5 Verfanren ^ r ach Ahspruch 1. bei welchem minde- 
stens eincs der genannten Substrate (I It 10) Lciterr 
bahnen (14; 26. 27) enthalt die von. deh genannten 
&Si$(\&£» (13; 16) auf der Oberfiache des 
Wreffenden Substrats (11. 10) ausgehen. dadurch 
«^nnzeich^daBdesden 

finer; tesi«h^ 
fende'hv Oberfiache;^ 

bah ? nen(14; 26, 27) eihschlicBt, wobe die betreffen- 
dSns ( cS 

rungsschicht (28. 40) bleiben; und daB anschheBend 
der gmtiiM .Schritt des Aufbnn gens der gen ann- 
ten^ektrisch isolierendeh;-. fotohartbaren ^J c j^". 
schicht (30, 50) Ober die Passtvierungsschicht (28, 

6°VeHahren nach Anspruch 1, bei welchem minde- 
stens cines der genannten Substrate (1 1, 10) Leitcr- 
bahnen (14; 26. 27) enth&lu die von den genannten 
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AiwchluBnecken (13; 16) auf der Oberfiache des 
bSfenden Substrata (11. 10) wf^*f?J 
gekehitteichnet.daB der genannte Schmt des Auf. 
bringens der genannten elektnsch isolierenden. fo- 
Krtb^h Webes^ » 

d« genannten Klebeschicht (?* .^,J uf ft d,e « e - 
nwnten Uiterbthnen (14;26^2pe.n»chl»eBt 

7. Verfahren nach Anspruch I. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB der genannte Schritt des Ausnchtens 
derAnichluBnecken (13. 16) der genannten Sub- ,o 
strate (11. 10) das Ausrichten der einander zuge- 
^ten AhsbhluBfleeken (13.46) f^temer Aus- 
richtungstoleranz vonr, wenigei-- ids^ 20 |im: ein- 
schtieBt. J * : ■ : r*v?.Ai*{-«' f vsfs 

8. VerfaKren nach A"P^^i#S22-'S2ffi " 
zeichnet, daB die genannte Webeschicht (30) auf 

* Verfahren nach 3 Aiupruchj8,,dadu^ geMnn. 
zeichnet. daBeszusltzlkh den; Schritt da i Aufbnn- 
gens ein er Passivienjiigsschicht («^ » 
*annte trige^iitten^bfWUH 
rung dei genannten Schrim del I Aufbmgens der 
- genann^isoBerenden WebescMcht (30) enthalt. 
wobei die AmchluBnecken (13) ? unpawviert blei- 
ben. und daB eTzuatzHch deh Schntt der Passwe- » 
rung der Oberfllche des Halbleit^psubstrats 
(10) enthalt. wobei die darauf befindlichen An- 
schluBneckeh(16)unpas^rtbIeil>en. _ 
la Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB es den Schritt der Verstarkung der » 
genannten TrlgeranachiuBnecken (13) durch ein 
Veratarkungamaterial (13^ mit einer Dicke enthllt. 

die grtOer ala die Dkke der genannten Passivie- 
rttngsachicht (40) iat, wobei das genannte Ventar- 
kungsmaterial wahlweise mindestens ernes der Me- » 
talleNickelSaber.Goldenthllt. ■■ 

11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die genannte Klebeschicht (30) auf 
das genannte Halbleiterchip- oder Halbleiterwa- 
fenubstm(10)airfgebrachtwird; 40 

12. Verfahren nach Anspruch 1 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es zusitzlkh den Schntt der Passme- 
rung der genannten Oberfiache des genannten 
Halbleiterchip- oder Halbleiterwafersubstrats (10) 
vor der AusfOhrung des genannten Schnttt des « 

Aufbriogens der genannten S*^^V^L«V 
halt, wobei die CWpaiucMuBflecken (16) unpassK 
viert bleibeni und daB es des weiteren den Schntt 
der Verstarkung der genannten <^'>P*n^»"bnek; 
ken (16) durch ein Ventark^gsh«tenal (160 mit » 
einer Dicke enthalt. die"grOBet # aJs die 
genannten Passweruhgsschicht (») isV wobei das 
genannte Verstarkungsmaterial wahlweise minde- 
stens eines der Metalle Nickel, Silber, Gold enthalt. 
13. Verfahren nach Anspruch l;bei welchem der 55 
genannte Schritt des Aufbringens^des. genannten 
elektrisch isolierenden; fotohartbaren Webers das 
Aufbringeri des genannten Klebers sowohl auf das 
genannte Tragerplatterisubstrat (If V als auc h auf 
das genannte HalWeiterchipr .oder Halbleiterwa- w 
fersubstrat (10) enthalt. dadurch gekennzeichnet, 
daB der genannte Schritt des Belichtens das Belich- 
ten v h mihdestehs s e%er,r;d^Lbelden;;g«^nten 
Schichteh (30; 30) enthalt, w^beldie Bereiche ober- 
halb der betreffenden AnschluBflecken (13, 16) der es 
beiden genannten Substrate ungehartet bleiben, 
und daB der genannte Schritt des Einf Qhrens eines 
elektrisch leittthigen Pulvers das EinfOhren des ge- 



nannten Pulvers in mindestens eincn der genannten 
Bereiche Ober den betreffenden AnschluBflecken 

V^erfahieV nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB der genannte Schritt des Aneinander- 
drtckens des genannten Tragerpjattensubstnts 
(11) und des genannten Halbleiterchip- oder Halb- 
leiterwafersiibstrats (10) so ausgefOhrt w.rd daB 
Obernachtnkoritakte Ober im wescntlichen die gc- 
samten Oberflachen der betreffenden Substra c 
hergestellt werden. urn cine .'» sam, 1 ncn 8" e 'f'5 
Striktur zu bilden. die thermisch gekoppe t und 
auBer fbr die genannten AnschluBflecken (13, l») 
elektrisch isoliertist- '■.::■■■< -u ..*.-.•.:. ■ 

15.,Verfahfeh nach Anspruch 
fotohartbar? Klebeschicht auf die Qbernache be,- 
der Substrate : .(M. l J0) aufgebracht.wird. dadurch 
gekennzeichnet. daB Hde^genann^; BehcMungs- 
Jchritt nur an der Oberfiache ernes der beiden Sub- 
strate ausgefOhrt wird, wobei die ge^tepherig. 
che der, auf das arldere Substrat aufgebrachten We- 
betcWungehinet^ W«*»"« A ^^*L° 
bei dem genannten Schritt des AneinanderdrOk- 

kTnsder 

genannten Ob^nTa^MieinandCTmK^^tgc- 
bracht werden. wobei die ungehartet^kjebnge 
Oberfiache des'eiheti Substrats an den belichteten. 
•ufgThlSlten Dbernichenbereichen des andef en 
SulMtrats festklebt, urn eine mechamschund ther- 
; nAcSekbr^lte S i*|«^S^ " 

Z; X d VirfaKVen nich Anspruch Mad^gejceiuy 
zeichnet; daB die TeilchengrOfle de? ^M^"?^* 
■: ^:^«ch^-derKtebeschich,t oberhalb der ge- 
Seir AhschluBfleckeh . eingeWhrtejiL elektrisch 
ieffiien Pulvers in der GrOBenordnung. 

17. Verfahren zur Herstellung einer hybn^enHalb- 
leitmtrukturnut «nemTragerplattensu^st«t (l X 
eineT Vielzahl von ^ TragCranschluBnecken (13) auf 
S oSrfiache des : g^annte^ Tr^erp^nsub- 
strats (1IX eineni Halbleiterchip, oder HaMsleiter- 
wSeroibitfat (10)s ? einer Vielznhl ^Qtipan- 
scSftecken(l6)auf einer Obernache desgenann- 
S H2Seiterchi^ <^ 

(iOV gekennzeichnet durch die folgenden.yerfah- 

r ^i!fSingen; einer: el|^|tiMere.,den 
Schicht (30; 50)' aus. einem . Matenali^das un ^ 
dem EihnuB^bh Strahlungsenergie vop einem 
klebrigen in einen hicht Webngenf^usund 
I'lib^ginV'iiir di«Ob«ll|^«?wd«*M» ernes 
der beiden genannten Substrate (1,1,10); 
blselektives Bestrahlen des .genannten Maten- 
als auf Tnindestens ein>m der beiden genum- 
ten Substrate (11^0) xu^Kldung ejner mcht 
klebrigen Oberfiache im Bereich auBerhalb 

der ArischluBneckeh;, ; t ^ , ^r^:«».n P..I 
cV EinfOhren eines elekinschjeitlrtihigen Pul- 
vers in die klebrig gebl|ebenen; Bereiche der 
genannten elektrisch isoherenden Schtcht (30; 

SO)"- Ober deh.bet^en^AM^M*?^ 
unV dadurch die genannten t klebng gebliebe- 
nen Bereichi Elektrisch .M»>.n^ie"i ' 
dV Ausrichten der AnschluBflecken (13, 16) der 
genannten Substrate (11. 40) relativ zueinan- 

e) r Aneinanderdrflcken der beiden Substrate 
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(tl 10) derart. daD die genannten elektrisch 
Jufahigen Webrig." Berejche obcrha»b dcr 
betreffenden AnschluBflecken (13. 16) des der 
sciektiven Hestrahlung ^t«Wewn mjige. 
sten» einen Substrats gegen die AnschluunekT 5 
kSdw anderen Subsets gedruckt werden 
urn dadurch die AnschluBllecken (16) des 
Hamleiterchip- oder Halbleiterwafersubstrats 
(lofund dieTnschluOnecken (13) ides.Trtger- 
"Steh»ub»ir.tsOI)der.rte}ek^ » 
der anzuschlieBen.daB eine e ektnsch le tcnde 
und mechanisch feste, Verbindung zwischen 
dSTVlgeranschluOnecken (13) und den Chip- 
ah%hlulMl^e*(1«)gebMetwi^^ . 
18. Verfahren hach einem der, AnsprOche I b s t7. 
dadurch gekennzeichriet. daB dw genannte Webe- 
SSrtttMaf&iit enmllU wetehes untej^er Ein- 
3rffi*>n ^hlungse^f^knet^r «^ 
St und' welches i» ungehj^tem 
oberhalb der gehinnteitAns^uB^ken^ » 
ienschaft hat. die Wandenmg bzw. das bndmgcii 

die Schicht hindurch » Sf£Z£ 
die genannten Berefche *lektn^le^ «» ma- 

Oberfllche der genanntemTrlgerp attensubstrats 
wbstrat (W^eiher-Vfeliihl^atipanschto 
^^*ae^^H•Ibleiterw«e^?ub$tfats (toy gc- 

Kfcbtr auf mihdesten* einem der genannten Sub- 
rtrate (10. llVdie durch in ihr 0.b^dwA«*cMuB- 
Sen(iil«)verteatese!ektWh «° 
ISWdies^n Bcrefchen elektri^H, le tend gemacht 
genannten Sulfate (10, II) m.t den 

fSnbirlLehdiaKl inelektrisch e t?nder Verbin- 
SnfdS^e^m « 
lSebef mite minder inVerb ndung gebracht smd. 

»chicht(28,40)enthalt.di^ 

render. Kfe^« ht ^> ^M^ h MWen n- 
22T Struktur hacli ^ Aiupnich ^,dad^ gekeim 
ze fchnet. daB sie des weiteren Leiterbahnen (2* 

nes der beiden genannten S» b «^^3^ 
uhd ufterhalfi der genannten «®g^J{*& 
6teW eleklrisch btftef^g^g"**. t» 
gebWetsind:_^ . ^ H»durch Rekenn- 
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24 Struktur n.ich Ansprnch 20. dadurch Rckcnn- 
jeichnet daO das genannte TraRcrpt»Hcn-».hMr a t 
m£ mfnd«tens cincs dcr Matcrialien Aluminium- 
CAfaS ^AluSumnitrid (AIM). Glas. SiUr.ium 

5?StJ«kt«r nach An^pruch 20. dg^«g cn ^ 
zeichnet. daO sic dc* weiteren cine Sen cnt (13 . lb ) 
auf einem Vcrslarkungsmatcrial cntha t.dic auf d,c 
genanmen AnschliiOncckcn (13. 16) aufgebrachi ist 
KbS dle Schicht au* dem, Versiftrkun«maier..l 
mindestenj einc-i dcr Matcr.ahc . N.ckcl. Silbcr. 

g'sSltS nach Anspruch 2U %^f$»& 
zcichneVdaO sie des weiteren cine Sen cht (I? .1*1 
S ^einem VcrnaVkungsmaicrial cnihaKd.eaufd.? 

mindeiiens eines der Materialicn NickcLS^cr. 
SSd en,halt v iind wpbel ; das gena^me^ta^ 
kungsmaterial Ober die genannte ^ssivuirungs. 
$chicnt(^40)hinau*ragt. 'Sw * . iafe^s ^ v 
27 Struktur nach;Anspruch 20^ dadu^h gckenn, 

STm genihnten mihdestensl einc„cSub«rat Ab- 
siandstoleranzen haben. die hOchstenj 20 urn be- 

iragen- ^r . ■ \. : ' ^ gff f ■ 
HlerzU 2 Seitc(n) Zeichnungcn; 
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ichicfit (2& :4b) enthWt. d e iauf.dic 9 be "l*<** 
Obwdi ^^^(a^Wa^^ufdemgenann- . 

$f wob>r das ^etrbeknete^eh^ 
Sd?Material(30;50)aufdiegen 
rungsschicht (28.40) aufgebracht ist. 
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